
Magnetic3D
Magnetic3D モジュールを使用すると、デバイス・シミュレータATLAS で、デバイスの振る舞いにおける外部から
加えられた磁場の効果を考慮したシミュレーションを実行することができます。キャリアの動きは、ローレンツ力が
加わることにより変わります。この力は、キャリア速度と加えられた磁束密度ベクトルのベクトル積に比例します。
Magnetic3D モジュールにより、計算対象の電流フローおよびポテンシャル分布の変化を見ることができます。つ
まり、磁気トランジスタやホール効果磁場センサなど磁場の影響を受けやすい多くのデバイスをシミュレートできま
す。また、半導体デバイス特性における磁気環境の効果を見積もることも可能です。Magnetic3D では、3次元空
間において任意の方向の均一な磁場が設定できます。

磁場用3次元デバイス・シミュレーション・モジュール

上図は磁場の方向が検出できるシンプルなセンサの例で
す。電流はアノード－カソード間を x軸方向へ流れます。
yおよび z 軸方向の磁場成分の相対サイズは、ホール 1
からホール 4までのプローブ電極間の電圧差異により計
測できます。

特徴
�3 次元空間において任意方向の均一な磁場の設定。••
�ドリフト拡散方程式にローレンツ力を追加。 ••
ホール電圧を計算可能。 ••
�磁場による電流偏向を考慮。••
磁場の量センサのシミュレート可能。••
磁場の方向センサのシミュレート可能。••
�デバイス性能における浮遊磁場の効果をモデリン••
グ可能。
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上記デバイスにおいてアノードに 1.0V をかけ
た際のホール電圧のグラフです。磁場のy成分
はz成分の２倍のホール電圧値を保持していま
す。磁場の増大に対して、ホール電圧はきれい
に線形に反応しています。

デバイスの中央の x-y 面におけるポテンシャルの分布の例です。
この例では、z軸方向における磁場成分は 0.5 テスラです。磁場
がない場合は、等高線は垂直になります。

磁場の y成分が 0.2 テスラ、z成分が 0.1 テスラの場合の前述し
たデバイスにおける計測したホール電圧を示しています。これよ
り、z軸方向のホール・フィールドの方が y軸方向のホール・フィー
ルドより２倍大きいことがわかります。


